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n 型ドーピングのために成長中に Sn のドーピングを行うと、Sn が表面に吐き出される
という問題を見出し、この問題を酸素供給量を増すことで克服している。これにより、
1016~1019 cm-3台にわたるキャリア (電子 )密度制御を達成している。また、Sn のドナー準
位は 77 meV 程度であることを見出している。  
 
 第５章では、局所的ドーピングを目指して、Sn および Si のイオン注入による n 型ド
ーピングを行った結果を述べている。Sn を注入イオン種に用いた場合、平均注入濃度
1×1019~1×1020 cm-3の範囲では数%程度の低い活性化率しか得られなかったのに対し、Si
を注入イオン種に用いた場合には、平均注入濃度 1×1017~5×1019 cm-3 の広い範囲に亘っ
て、50~80%の高い活性化率を達成したことを示している。そして、Sn と Si で活性化率
に大きな違いが生じる理由として、Ga2O3 へのそれぞれのイオンの固溶限界に起因して





























を目指す結晶成長には (010)面が望ましいことを提言した。  





4. n 型ドーピングのために成長中に Sn のドーピングを行うと、Sn が表面に吐き出さ
れるという問題を見出した。この問題を酸素供給量を増すことで克服し、1016~1019 
cm-3 台にわたるキャリア (電子 )密度制御を達成した。また、Sn のドナー準位は 77 
meV 程度であることを見出した。  
5. Si のイオン注入による n 型ドーピングを行い、平均注入濃度 1×1017~5×1019 cm-3の
広い範囲に亘って、50~80%の高い活性化率を達成した。また Ti/Au 電極を用いて、
4.6×10-6 Ω·cm2という十分低いオーミック電極を実証して、これがデバイス化に大
きく貢献することを提言した。  
以上、本論文は、酸化ガリウムの特質を明らかにして、新しい半導体デバイスにつな
げる基盤技術を築いたもので、学術上、実際上寄与するところが少なくない。よって、
本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成２８年６月
９日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格と認めた。 
なお、本論文は、京都大学学位規程第１４条第２項に該当するものと判断し、公表 
に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。 
 
 
 
 
 
 
